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> BEFHRr—FL—¥4 (QcL)
- THz-QCL, 4THz, 250K (Khalatpour, et al, 2021)

- DFG-QCL, 0.4-6 THz, RT (Fuijita, et al, 2022)
> FS52 O XA (HBT, HEMT, CMOS)
- InP-HBT, 688GHz (Urtega, et al, 2017)

- SiGe BiCMOS
ImMW@530GHz 16el. (Pfeiffer, et al, 2014)

80uUW@1THz 42el. (Hu, et al, 2018)
- Si CMOS

8. 1mMW@675GHz 144el. (Gao, et al, 2023)
8MW@280GHz 30el. (Buadana, et al, 2020)

> XIBRRILF A4F—F (RTD)
- 1.98THz (I1zumi, et al., 2017)
-0.73mW @1THz, 89% F/>at—L >k
(Kasagi, et al, 2019)

-11.8mW @0.45THz, 365 & FaE—L >k
(Koyama, et al, 2022)
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